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На сьогодні актуальною задачею є створення оптоелектронних елементів 
пам’яті, які б мали можливість для об’єднання у масиви з паралельним 
введенням-виведенням та перетворенням інформації. Також важливим є 
можливість розташування масивів пам’яті у вигляді послідовно розташованих 
та паралельно оптично з’єднаних між собою каскадів, що дозволяє паралельно 
зберігати та перетворювати великі масиви інформації. 
 Запропоновано використовувати для побудови масивів оптоелектронної 
пам’яті електроабсорбційні модулятори світла з керованим коефіцієнтом 
поглинання. Розроблено схеми елементів оптоелектронної пам’яті -  
оптоелектронного асинхронного RS-тригера та оптоелектронного синхронного 
RS-тригера та структури масиву оптоелектронної пам’яті. В роботі 
запропоновано модель залежності порогового струму порожнини CC-VCSEL 
від кількості фотонів у зовнішній оптичній моді з урахуванням щільності носіїв 
у квантових ямах порожнин та часу міжпорожнинної рекомбінації електронів. 

Практична цінність полягає у розробці схем елементів оптоелектронної 
пам’яті -  оптоелектронного асинхронного RS-тригера, оптоелектронного 
синхронного RS-тригера та структури масиву оптоелектронної пам’яті. Оцінено 
показники швидкодії та енергоспоживання для масивів оптоелектронної 
асинхронної пам’яті. 


